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はじめに 現在パワーデバイス用半導体材料として主流となっている Siは、デバイス特性が物

性限界に近いとされている。この Si の物性限界を超える半導体材料として窒化物半導体の GaN

が期待され、研究開発が進められている。本研究では HVPE 法で製造された GaN 基板上に、

MOCVD法によりGaN層をホモエピタキシャル成長させた単結晶GaN on GaN(GoG)ウエハの結晶

性をラマン散乱分光法により評価した。 

実験方法 評価に用いた GoG ウエハは、直径 2インチウエハを切り出したものである。ラマン

分光評価には光源波長 532 nm のレーザーを用い、表面、裏面それぞれから深さ 400nm毎に測定

した。GaNのラマンスペクトルは 567 cm-1 付近のピーク E2(high)モードと、734 cm-1付近のピー

ク A1(LO)モードが報告されている 1)。各測定点において E2(high)モードと 730~770 cm-1のスペク

トル変化を測定した。 

実験結果と考察 GoGウエハの表面と裏面から測定した最表面の各ラマンスペクトルを比較し

た波形を図 1 に示す。E2(high)モードのピークは表面側，裏面側ともに深さによる変化はない。

730~770 cm-1のラマンスペクトルは MOCVD 側では 734 cm-1、HVPE側では 738 cm-1であった。図

2に 730~770 cm-1のスペクトルの深さにおける変化を示す。最も強度の強い位置を深さ 0とした。

ラマンスペクトルでは、表面側，裏面側ともに 734~738 cm-1のピーク 1が最表面に現れ、深さと

ともに減衰し、763 cm-1のピーク 2 が出現した。ピーク 2 のスペクトルは、表面側の測定ではピ

ークが 763 cm-1一定なのに対し、裏面側からの測定では 758 cm-1から徐々に高波数側にシフトし

ていき 763 cm-1で一定となった。 
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 図 1 GaN on GaNウエハのスペクトル比較 図 2 ピーク強度とピークラマンシフトと深さの関係 
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